1. Tetrodinis tranzistorius (TT), sudarytas iš trijų vienas ant kito suformuotų, pavyzdžiui, n+–p–n– sluoksnių, kuriame pirmasis, pavyzdžiui, donorinėmis priemaišomis Nd silpnai legiruotas elektroninio laidumo n–– sluoksnis yra kolektorius (K), antrasis akceptorinėmis priemaišomis Na vidutiniškai stipriai legiruotas skylinio laidumo p– sluoksnis yra bazė (B), o trečiasis Nd priemaišomis stipriai legiruotas n+– sluoksnis yra emiteris (E), bazės B p– sluoksnio storis WB padarytas mažesnis už šalutinių krūvininkų p– bazėje – elektronų n p difuzijos nuotolį Ld (n) > WB, ir visi n+–p–n– sluoksniai turi atitinkamus ominius kontaktus – išvadus E, B ir K, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kolektoriaus K n–– srities priešinguose kraštuose šalia bazės B p– srities yra suformuotos dvi kolektoriaus K n+– sritys su atitinkamais ominiais kontaktais K(1; 2) – kolektoriaus K išvadais K(1; 2) – pirmuoju K1 ir antruoju K2, ,,normaliai atidaryto“ TT atveju kolektoriaus K n–– srities storis WK statmenai kolektorinės p–n– sandūros plokštumai yra padarytas mažesnis už kolektorinės p–n– sandūros nuskurdintos srities maksimalų storį dpn K max ≈ WK kolektoriaus K n–– srityje, ir kartu didesnis už pradinį nuskurdintos srities storį dpn K o < WK kolektoriaus K n–– srityje, kai TT išvaduose nėra poveikių įtampų, o ,,normaliai uždaryto“ TT atveju kolektoriaus K n–– srities storis WK ≤ dpn K o. 

2. Pentodinis tranzistorius (PT) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkinis darinys padarytas planarinės konstrukcijos, kurioje n+–p–n– darinys sumontuotas ant elektrai nelaidaus ir šilumai laidaus – izoliacinio sluoksnio – padėklo, pavyzdžiui, sitalo plokštelės, ant kurios, pavyzdžiui, molekulinės epitaksijos būdu užaugintas epitaksinis n–– sluoksnis – kolektoriaus K sritis, šioje srityje, pavyzdžiui, difuzijos būdu suformuota stačiakampė p– sritis – bazės B sritis, šioje srityje, pavyzdžiui, difuzijos būdu suformuota simetriškai patalpinta stačiakampė n+– sritis – emiterio E sritis, šios srities priešinguose kraštuose bazės B p– srityje, pavyzdžiui, difuzijos būdu suformuotos dvi simetriškai patalpintos stačiakampės p+– sritys – bazės B dviejų ominių kontaktų – išvadų B(1; 2) sritys, ir už šių sričių priešingų tolimiausių kraštų, pavyzdžiui, difuzijos būdu suformuotos dvi simetriškai patalpintos stačiakampės n+– sritis – kolektoriaus K dviejų ominių kontaktų – išvadų K(1; 2) sritys, kurių įterpimo gylis padarytas iki kolektoriaus K n–– sluoksnio ir daugiau, ominių kontaktų n+– ir p+– sričių paviršiuose, pavyzdžiui, metalo dulkinimo būdu padaryti atitinkami metalo sluoksniai su atitinkamais išvadais – emiterio E, bazės B – pirmasis B1 ir antrasis B2, ir kolektoriaus K – pirmasis K1 ir antrasis K2, suformuotas n+–p–n– darinys patalpintas tarp dviejų lygiagrečiai išdėstytų izoliacinių sričių, kurių įterpimo gylis padarytas iki padėklo, atitinkamos n+– ir p+– sritys su atitinkamais išvadais E, B(1; 2) ir K(1; 2) išdėstytos išilgai tarp izoliacinių sričių, emiterio E n+– sritis užima visą atstumą tarp izoliacinių sričių, ,,normaliai atidaryto“ PT kolektoriaus K n–– srities sluoksnio storis WK padarytas didesnis už kolektorinės p–n–– sandūros nuskurdintos srities pradinį storį dpn K o < WK kolektoriaus K n–– sluoksnyje, ir kartu mažesnis už maksimalią vertę dpn K max ≈ WK, kai kolektorinę p–n–– sandūrą veikia atgalinė poveikio įtampa, o atstumas WB tarp emiterio E n+– srities ir kolektoriaus K n–– srities – bazės B p– srities storis WB padarytas mažesnis už šalutinių krūvininkų p– bazėje – elektronų n p difuzijos nuotolį Ld (n) > WB, o ,,normaliai uždaryto“ PT atveju kolektoriaus K n–– srities storis WK ≤ dpn K o. 

3. Stiprintuvo schema, sudaryta su bendros bazės (BB) pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E per emiterio rezistorių RE yra sujungtas su priešįtampio pastoviosios įtampos ƐE šaltinio neigiamuoju gnybtu „–“, ir kartu emiteris E per pirmąjį skiriamąjį kondensatorių C1 – su įtaiso įėjimu Uin, kolektoriaus K, pavyzdžiui, pirmasis išvadas K1 per apkrovos rezistorių Ra yra sujungtas su pastoviosios įtampos ƐKK maitinimo šaltinio teigiamuoju gnybtu „+“, ir kartu išvadas K1 per antrąjį skiriamąjį kondensatorių C2 – su įtaiso išėjimu Uiš, kolektoriaus K antrasis išvadas K2, bazė B ir abiejų pastoviųjų įtampų ƐE ir ƐKK šaltinių atitinkami gnybtai „+“ ir „–“ yra sujungti su „žeme“ – įtaiso nulinio potencialo šyna. 

4. Stiprintuvo kita schema, sudaryta su BB pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E per rezistorių RE yra sujungtas su įtampos ƐE šaltinio gnybtu „–“, ir kartu emiteris E per kondensatorių C1 – su įėjimu Uin, kolektoriaus K, pavyzdžiui, pirmasis išvadas K1 yra sujungtas su pastoviosios srovės šaltinio IKK o gnybtu „+“, ir kartu išvadas K1 per kondensatorių C2 – su išėjimu Uiš, kolektoriaus K antrasis išvadas K2, bazė B ir abiejų šaltinių ƐE ir IKK o atitinkami gnybtai „+“ ir „–“ yra sujungti su „žeme“. 

5. Stiprintuvo dar kita schema, sudaryta su BB pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E per rezistorių RE yra sujungtas su „žeme“, ir kartu emiteris E per kondensatorių C1 – su įėjimu Uin, kolektoriaus K, pavyzdžiui, pirmasis išvadas K1 per rezistorių Ra yra sujungtas su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu išvadas K1 per kondensatorių C2 – su išėjimu Uiš, išvadas K2 – su „žeme“, bazė B per pirmąjį bazės rezistorių RB 1 yra sujungta su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu bazė B per lygiagrečiai sujungtus antrąjį bazės rezistorių RB 2 ir šunto kondensatorių C š yra sujungta su žeme“, prie kurios prijungtas įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „–“. 

6. Stiprintuvo dar kita schema, sudaryta su BB pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolektoriaus K, pavyzdžiui, pirmasis išvadas K1 per pirmąjį apkrovos rezistorių Ra 1 yra sujungtas su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu išvadas K1 per kondensatorių C2 – su įtaiso pirmuoju išėjimu Uiš 1, išvadas K2 per antrąjį apkrovos rezistorių Ra 2 yra sujungtas su „žeme“, ir kartu išvadas K2 per trečiąjį skiriamąjį kondensatorių C3 – su įtaiso antruoju išėjimu Uiš 2. 

7. Dvitakčio stiprintuvo schema, sudaryta su BB pakopose įjungtais dviem skirtingo laidumo TT(1; 2), pavyzdžiui, n–p–n laidumo TT1 ir p–n–p laidumo TT2, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteriai E(1; 2) per atitinkamus rezistorius RE (1; 2) yra sujungti su „žeme“, ir kartu emiteriai E(1; 2) per atitinkamus kondensatorius C(1; 2) – su dviem tarpusavyje sujungtais įėjimais Uin (1; 2) – pirmuoju Uin 1 ir antruoju Uin 2, kolektorių K(1; 2), pavyzdžiui, pirmieji išvadai K(11; 12) yra sujungti su atitinkamų pirmojo ir antrojo įtampų ƐKK (1; 2) šaltinių atitinkamais gnybtais „+“ ir „–“, antrieji išvadai K(21; 22) sujungti su įtaiso išėjimu Uiš ir kartu per rezistorių Ra – su „žeme“, bazės B(1; 2) per atitinkamus rezistorius RB (11; 12) yra sujungtos su atitinkamų ƐKK (1; 2) šaltinių atitinkamais gnybtai „+“ ir „–“, ir kartu bazės B(1; 2) per lygiagrečiai sujungtus atitinkamus rezistorius RB (21; 22) ir kondensatorius Cš (1; 2) yra sujungtos su „žeme“, prie kurios taip pat yra prijungti abiejų įtampų ƐKK (1; 2) šaltinių atitinkami gnybtai „–“ ir „+“. 

8. Generatoriaus schema, sudaryta su bendro emiterio (BE) pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E sujungtas su „žeme“, kolektoriaus K, pavyzdžiui, išvadas K1 per rezistorių Ra 1 yra sujungtas su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu išvadas K1 per kondensatorių C1 – su išėjimu Uiš 1, išvadas K2 per rezistorių Ra 2 yra sujungtas su „žeme“, ir kartu per kondensatorių C2 – su išėjimu Uiš 2, bazė B per rezistorių RB – su „žeme“, ir kartu per grįžtamojo ryšio kondensatorių Co – su išvadu K2. 

9. Generatoriaus kita schema sudaryta su BE pakopoje įjungtu n–p–n laidumo TT pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bazė B per rezistorių RB 1 yra sujungta su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu per rezistorių RB 2 – su „žeme“, ir kartu per grįžtamojo ryšio LC– nuosekliąją grandinę – indukcinę ritelę Lo ir kondensatorių Co – su išvadu K2. 

10. Impulsų formuotuvo schema, sudaryta su mišriąją BE ir emiterinio kartotuvo (EK) pakopose įjungtu PT pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E per rezistorių RE yra sujungtas su „žeme“, ir kartu per kondensatorių C1 – su išėjimu Uiš 1, kolektoriaus K išvadai K(1; 2) sujungti tarpusavyje ir per rezistorių Ra – su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu per kondensatorių C2 – su išėjimu Uiš 2, įtampos ƐKK šaltinio gnybtas „–“ sujungtas su „žeme“, išvadai B(1; 2) yra atitinkamai įėjimai Uin (1; 2). 

11. Moduliatoriaus-keitiklio schema, sudaryta su mišrioje BB ir BE pakopose įjungtu 

n–p–n laidumo PT pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad emiteris E per rezistorių RE yra sujungtas su „žeme“, ir kartu per kondensatorių C1 – su įėjimu Uin 1, išvadai K(1; 2) sujungti tarpusavyje ir per rezistorių Ra yra sujungti su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, ir kartu per kondensatorių C2 – su išėjimu Uiš, išvadas B1 per kondensatorių C3 – su įėjimu Uin 2, išvadas B2 per lygiagrečiai sujungtus rezistorių RB 1 ir kondensatorių Cš – su „žeme“, ir kartu per rezistorių RB 2 – su įtampos ƐKK šaltinio gnybtu „+“, kurio gnybtas „–“ yra sujungtas su „žeme“. 

12. Moduliatoriaus-keitiklio kita schema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vietoje apkrovos rezistoriaus Ra yra įjungtas rezonansinis lygiagretusis LC– kontūras, sudarytas su indukcine ritelę Lo ir kondensatoriumi Co. 
